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re – zeitabhängiger Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

7.1.3 Vertiefungsthema:
Elastisches Tunneln durch eine eindimensionale Barriere beliebiger Form
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7.5 FM/I/FM-Tunnelkontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

7.5.1 Jullière – Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

7.5.2 Weiterentwicklungen des Jullière-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

7.6 Experimente zu FM/I/FM-Tunnelkontakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

7.6.1 Untersuchung und Verbesserung der Barriereneigenschaften . . . . . . . 251

7.6.2 Temperatur- und Spannungsabhängigkeit des JMR . . . . . . . . . . . . . 253

7.6.3 Dotierung der Tunnelbarriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

7.6.4 FM/I/FM Tunnelkontakte mit nichtmagnetischen Zwischenschichten . . 258
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